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誘導結合型プラズマ支援マグネトロンスパッタ磨翌ﾉよるCo℃r膜の作成
              一基板バイアスの効果一
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1｝reparation of Co“Cr films using magnetron sputtering assisted by inductively coupted rf plasma
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1. はじめに
筆者らは、プラズマ生成、スパッタリング、成膜の各求濫¥が分離し、制御性に優れた電子サイ

クロトロン共鳴マイクロ波プラズマを用いたスパッタ磨翌ﾉよって、高密度記録に適したCo-Crメ

ディアを作製できることを既に報告した1｝。最近、同様なコンセプトのもとで、誘導結合型プラ

ズマ(ICP)を利用したマグネトロンスパッタ装置2》を試作し、高密度磁気記録用Co-Cr膜の作製

を試みている鋤。今回は基板に正のバイアス電圧を印可することによって、成膜中に基板を照

射するイオンのエネルギーを低領域側に拡張し、高品質なCo-Cr膜の作製を試みた。

使用した成増装置では、プラズマ生成はターゲット直上に置いたICP用コイルに高周波電流を

流すことによって行われ、スパッタリングはマグネトロンモードで行われる。ICP用コイルへ供

給する高周波電力は10W、ターゲットへの直流印可電圧は一 SOOV、スパッタ時のArガス圧は4mTorr

とした。基板は、高密度なプラズマから直接影響を受けないように、ターゲットからその直径の

2倍である100㎜ほど離れた位置に設置した。これまでの実験結果から、高密度記録に適した

CO-Cr膜を得るには、基板を照射するイオンの加速電圧V，一一Vmb(ここでV，はプラズマポテンシャ

ル、V。。bは基板バイアス電圧)を低くした方がよいことがわかっている。基板をフローティング状

態にしたときに22Vほどあったイオン加速電圧は、基板ホルダーをグランドに落とすとilVに減

少し、基板に印可する正のバイアス電圧を増していくとさらに減少し、十100Vのバイアス電圧

においては3Vまで減少することがわかった。

基板に印可するバイアス電圧V馳bをOVから十100Vの範囲で変えて、心膜中のイオン加速電圧を

制御し、厚みが約。. 2郷の(h-Cr膜を作製した。 Fig. 1は、'Cotr膜の抗磁力Hcと垂直磁気異

方性磁界Hkを、成膜中に基板を照射するイオン加速電圧Vp-V創bに対してプロットしたものであ

る。イオン加速電圧が22Vから減少していくとHc-しおよびHkは増大した。ただし・イオシ加速

電圧がさらに減少して5V以下になると、 HCa一および  25eo

Hkは急激に減少した。イオン加速電圧が10V付近の  2000
場合に、垂直方向抗磁力および垂直磁気異方性磁界 . 言

糠轄鷺欝欝難雲:藁
スパッタ装置を試作し、成膜中に基板を衝撃するイ

オンの加速電圧の最適化を行った。イオン加速電圧

を10V程度に設定すると高いHCa一と撫をもったCo-

Cr垂直磁気異方性膜を実現できることがわかった。
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